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= (54) TiUe: METHOD FOR STORING ELECTRICITY IN QUANTUM BATTERIES 

^ (54) Bezelchnung: VERFAHREN ZUR SPEICHERUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE IN SOG. "QUANTUM BATTE- 

^ RIEN" 
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21 (57) Abstract: Disclosed is a method with which quantum batteries (super capacitors) can be produced from materials which consist 
S of chemically highly dipolar crystals in the form of nanometer-sized grains or layers that are embedded in electrically insulating 
^ matrix materials or interafiediate layers, and are applied to compound foils or fixed flat bases. Said materials are assembled so as to 
O form wound capacitors or flat capacitors which are able to store electricity in a range of up to 15 MJ/kg or more without any loss 
due to the effect of virtual photon resonance. 

® (57) Zusanunenfassung: Ein Verfehren, mit dem sich sog. QuantenBatterien (Super Capacitors) realisierenlassen,ausMaterialien, 
^^"^ bestehend aus chemisch stark dipolaren Kristallen in Form von nanometergrossen Komem oder Schichten, eingebettet in elelctrisch 
Q isolierenden Matrixmaterialien oder Zwischenschichten, aufgetragen auf Verbundfolien oder auf feste flache Unterlagen, die zu Wi- 

ckel- Oder Flachkondensoren aufgebaut, die elektrische Eneigie aufgnind des Efifektes der virtuellen Photonenresonanz im Bereich 

von bis iiber 15 MJ/kg verlustlos speichem kdnnen. 
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Verfahren zur Speicherung von elek- 
trischer Energie in sog. ^Quantum Batterien'' 

Beschreibung 

Konzentrierte Speicherung von elektrischer Energie in IMaterialien mit beson- 
deren eleictrischen Eigenscliaften, die in Form von Batterien sog. „Super Ca- 
pacitors bzw. Quantum Batteries ^ f lir den stationaren wie bewegliclien 
Einsatz geeignet sind, sowie als Energie-Speiclierkdrper, wo die schnelle 
Freisetzung der Energie wiclitig ist. 

1.2 Technlsches Gebiet 

Die Energiespelcher sind unabhSngig von stationaren Quellen und werden deshalb zur 
Spelsung von elektrischen Antrieben im mobilen Verkehr (Strasse, Bahn, Schlff sowie Luft- 
und Raumfahrt) eingesetzt vor allem als Energie-Ersatz von fossilen Treibstoffen. Die hoch- 
konzentrierte verlustfreie Speicherfahigkeit der l\/laterialien eriaubt auch die Anwendung in 
der Haustechnlk zur Zwisclienspeicherung und Transport von z,B. durch Solar-Teclinik 
gewonnenen Energien. Die Materialien emiegliclien ebenso den Bau von neuartigen 
elektronischen Bauteilen. Die verlustfreie rasche Entladung der elektrisch gespeicherten 
Energie eriaubt auch den Einsatz als Sprengkorper. 

1.3. Stand der Techniic 

Bisher stand die Speicherung von elektrischer Energie hinsichtlich des spezifischen Ge- 
wichtsbedarfs, der Speicherung von z.B. chemischer Energie sehr welt hinten nach. was vor 
allem den Einsatz im mobilen Verkehr benachteiligte. Dies fQhrte zu einem QbermSssigen 
Verbrauch unersetzbarer, chemisch gespeicherter Energie in Form von fossilen Brennstof- 
fen. Bel der technischen Speicherung und Entladung von chemischer Energie z.B. mittels 
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Bleibatterien muss ein erheblicher Innenwiderstand Qberwunden werden, was sich durch 
Warme-Verluste bzw. Einschrinkung der Lade- und Entladegeschwindlgkeit negativ Sussert. 

Die bisherigen sog. Super Capacitors werden auf der Grundlage von anderen physikalischen 
Effekten entwickelt. Sie kSnnen z.T. nur auf selir geringen Spannungen betrieben werden, 
sind sehr sclitagempfindlich und zeigen grosse InnenwiderstSnde. Zudem sind ilire 
spezifischen Speiclnerkapazitaten urn Grfissenordnungen kleiner. 

1.4. Detaillierte Darstellung 

1.4.1. VorteilB 

Der neue Speiclier eriaubt die Speicherung von elektrisclier Energie in der gleichen 
gewichtsspezafischen Grdssenordnung wie cliemisclie Energie. Es kOnnen Werte im Bereicli 
von 1 bis Qber 15 MJ/kg enreiclit werden. Die Materialien des neuen Speicliers eriauben 
unbegrenzte Lade- und Entladezyklen; die l\/Iaterialien nutzen sicli dabei nicht ab. Der neue 
Speicher arbeitet verlustfrei bei der Ladung wie bei der Entladung. Der Speiclier ist robust 
gegen ErschiQtterungen, extreme Beschleunigungen und extreme Temperaturen, ebenso ist. 
die Raumpositionierung belangtos. 

14.2. Grundlage der ErRndung 

Die Erfindung macht sich einen pliysikalischen Effekt zu Nutzen, der darin bestelit, dass 
sehr kleine l\/lengen aus dipoiaren Kristallen z.B. TI02 (grosse ElektronegativitSt) in einem 
isolierenden iVIedlum/Matrix z.B. Si02 Oder Polymerharze durch ein starkes elektrostatisches 
Feid und bei einer kritischen Spannung (Ladebedingungen) durch virtuelle Photonen- 
Resonanz (ein neuartiger quantenphysikalischen Effekt) elektrisch leitend werden 
(Halbleiter) und dadurch Energie aufnehmen, die analog einem Plattenkondensator durch 
gegenwirkende Polarisation gespeichert wird. Die Speicher kSnnen mit Spannungen von 
einigen wenigen Volt bis zu einigen Tausend Volt ausgefOhrt werden. Die Speicherkapazitat 
Ist nur durch die Bauform begrenzt. 
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1.5,3. Technische AusfQhrung 

Die Speicherkristalle wie Ti02. SrTi03 Oder ahnliche, werden in der GrSsse von einigen nm 
entweder als Korn oder als Schicht zusammen mit dem isolierenden Medium auf eine Tra- 
geroberfiache aufgetragen. Es bestehen besondere Anforderungen an den Ausbau der 
Kristalle, vor allem 1st der Typus ^Rutil" notwendig. Es kommen zwei Verfahren zur 
Anwendung: 

a) Ein Gemisch aus Kristallen und Polymerharz wird zuerst dispergiert und dann durch 
elektrostatische Sprltztechnik auf eine Verbundfolie bestehend aus einem Sandwich aus 
Metall- und Polymerfolie, die entweder flach oder auf einem rolirShnlichen Korper auf- 
gespannt ist und kontinuierlich bewegt wird. aufgespritzt Die im Verbund isolierte Metall- 
Folie bildet die Gegenelektrode. Durch die Isolierung des Polymers kfinnen die Ladungen 
nach dem Auftreffen nicht abfliessen. Sie bilden zusammen mit der Gegenelektrode ein 
elektrisches Feld, welches Qber die kapazitive Wirkung starke OberfiachenkrSfte ausQbt. 
Diese OberflachenkrSfte bewirken geometrisch genaue Formen, im Fade des Rohres 
genau runde Schichten und genaue Schichtdicken. Ebenso entstehen durch die 
Oberfiachenkrafte grosse hydraulische DrQcke. die fOr kompakte lufleinschlussfreie 
Schichten sorgen. Das elektrostatische Feld bewirkt zudem die geometrische 
Ausrichtung der Dipole. Die Hartung des Harzes geschieht durch Strahlungshartung in 
einer Schutzatmosphare oder durch thermische Hartung. Die beschichtete Folie wird 
dann aufgeschnitten und zu einem Schichtkondensator geformt. Die Schichten kOnnen 
entweder plan aufeinander gelegt oder aufgerollt werden. Abwechslungsweise werden 
die metallischen Telle der Folien verbunden und bilden dadurch die positiven und 
negativen Pole des Speichers. 
b) Durch Chemical Vapor Deposition (CVD) oder Physical Vapor Deposition (PVD) werden 
auf eine planare Oberfiache. die mit einer elektrisch leitenden Schicht z.B. Platin 
versehen ist, abwechslungsweise zahlreiche sehr dOnne Schichten aus den 
Speicherkristallen z.B. Ti02 und der Isolationsschicht z.B. Si02 aufgetragen. Durch 
geeignete Temperung bei bis zu 700 Grad C werden polykristalline Schichten erzeugt. 
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Die 2ur Resonanz zu gelangenden Schichten vom Typus Rutil werden beim Aufdampfen 
durch Oberlappung der darQberllegenden Isolierschlcht Jewells sandwichartig 
eingeschlossen. Dadurch werden die Resonatorschichten nach dem abschllessenden 
Tempem bei Qber 800 Grad C wahrend der nachfolgenden AbkQhIungsphase wegen der 
unterschledllchen thermischen Ausdehnungskoeffizienten infolge Delamination nicht 
abgeWst Schliessllch erfolgt eine metalllsche Deckschlcht. Belde Schichten bilden die 
Elektroden des Speichers. Es kdnnen auch mehrfache Schlchtkombinationen 
aufgetragen werden. 

Abschliessend wereJen die Speicherkdrper mit Isolierenden Materialien ummantelt und die 
Elektroden auf Sussere Klemmen gefQhrt. 

Ein mit Folien planar gefertigter Schichtkondensator kann. wenn extrem lang und mIt 
wenigen Schichten ausgefOhrt. als hochflexibler Flachleiter mit belnahe unendllcher 
Bandbreite fUr die Verbindung zwischen Quelle und Batterie eingesetzt werden. 
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Patentanspriiche 

Ein Verfahren zur Herstellung von sog. Super Capacitors, bzw. Quantum Battery, basierend 
auf dem 1.)physikalischen Effekt wodurch elektrische Energie mittels 
photonenresonanzangeregten sehr kleinen chemisch dipolaren kristallinen Partikein oder 
Schichten, die voneinander durch ein elektrisch isolierendes IVledium getrennt sind und die 
das homogene elektrostatisciie Feld sehr kurzzeitig und lokal extrem stark konzentrieren 
und dabei sehr schnelle verlustfreie Ladungsausgleiche (DirakstromstOsse bei konstanter 
Spannung) bewirken, gespeichert wird. wobei die elektrlschen Speicherschlchten, als 
Gemisch aus flQssigem Verbindungsstoff z.B. Polymere und Nano-Kristallen. mittels eiek- 
trostatischen Spritzverfahren auf 2)vorgeformte und kontinuierlich bewegte Verbundfolien 
aufgetragen werden, wobei die eingeschlossene Metallfolie 3)die Gegenelektrode bildet und 
sich dadurch starke elektrische Felder bilden. wobei durch kapazitive Effekte starke 
Oberfiachenkrafte entstehen. gekennzeichnet, dass sich dadurch formgenaue und kompakte 
Schichten bilden lessen und wobei sich dadurch die dipolaren Partikel auch elektrisch 
ausrichten und nach der Strahlungshartung in einer SchutzatmosphSre 4-)positionlert 
bleiben. wonach die mit den besonderen elektrischen Material beschichteten und 
geschnittenen Folien zu 6.)Flachkondensatoren und bei extrem ISnglicher, dOnner 
AusfQhrung auch als hochflexibles Verbindungsflachkabel mit beinahe unendlicher 
Bandbreite oder 6.)Wickelkondensatoren geformt werden, gekennzeichnet. dass die sehr 
formgenauen, homogenen und kompakten Schichten die Aufladebedingungen fur eine 
Quantum Batterie garantieren und dass mit diesen Quantum Batterien 7.)elektrische Energie 
im Bereich von bis Qber 15 MJ/kg gespeichert werden kann. GemSss Anspruch 1.) kOnnen 
die besonderen elektrischen Materialien auch mittels chemischen oder physikalischen 
Aufdampfverfahren auf ebene elektrisch leitende TrSgerschichten als elektrische Spei- 
cherschlchten und Isolationsschichten abwechslungsweise und jeweils 8,)t)berlappend 
aufgetragen und getempert werden, gekennzeichnet, dass dadurch entgegen 
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unterschiedlicher thermischen Ausdehnung keine Delamination auftritt. und somit zusammen 
mit einer metallischen Deckschicht einen 9.)Schlchtkondensor erzeugen, gekennzeichnet. 
dass dadurch sehr dOnne und genaue Schichten die Aufladebedingungen fOr eine Quantum 
Batterie garantieren und dass mit diesen Quantum Batterien elektrische Energie bei 
Spannungen im Bereich von einigen wenigen V und bis mehrere kV im Bereich von bis Qber 
15 MJ/kg gespeicliert warden kann. 
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^ (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUPERKONDENS ATOREN 

(57) Abstract: Disclosed is a method with which quantum battMies (super capacitors) can be produced from materials which consist 
^ of chemically highly dipolar crystals in the form of nanometer-sized grains or layers that are embedded in electrically insulating 

matrix materials or intermediate layers, and are applied to compound foils or fixed flat bases. Said materials are assembled so as to 
O form wound capacitors or flat capacitors which are able to store electricity in a range of up to 15 MJ/kg or more without any loss 
^£ due to die effect of virtual photon resonance. 
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(57) Zusanunenfassung: Bin Verfahren, mit dem sich sog. Quanten Batterien (Super Capacitors) realisieren lassen, aus Materialien, 
bestehend aus chemisch stark dipolaren Kristallen in Form von nanometergrossen Komem oder Schichten, eingebettet in elektrisch 
isolierenden Matrixmaterialien oder Zwischenschichten, aufgetragen auf Verbundfolien oder auf feste flache Unterlagen, die zu Wi- 
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